Gli elettroni si respingono e si attraggono:

magnetismo e superconduttivita nella materia

Pietro Carretta
http ://nmrphysics.unipv.it

Incontro del Martedi
4 Aprile 2017






Forza di Coulomb e momenti magnetici

CharlesAugustin de Coulomb
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Principio di esclusione di Paull
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http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_quantico

Ferromagnetismo e antiferromagnetismo

Repulsione Coulombiana + Principio di Pauli

Interazione di scambio
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Nanomagnetismo

Spintronica Nuove fasi magnetiche



Fasi di spin: cristalli, liquidi, vetri di spin
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Liquido di spin con interazioni competitive:
Magneti Frustrati

Spin frustration
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Ghiaccio di Spin

Ice rule:
21INT 2 out




Entropia Residua del Ghiaccio di Spin
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A.P.Ramirez et al., Nature. 399, 333 (1999)
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Applicazioni dei magneti 0D
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Nanomagneti (OD) come bits
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magnetization
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Nanomagneti di Lantanidi

AR DE~880 K




Fluttuazioni di spin sondate con nuclei 0 muoni
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